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Symbol Min Nom Max
A 0.34 0.37 0.4
Al 0.02 0.035 0.05
A2 0.24 0.243 0.246
A3 0.127REF
b 0.15 0.20 0.25
b1 0.20 0.25 0.30
D 1.30 1.40 1.50
E 1.70 1.80 1.90
D1 1.00 1.10 1.20
E1 0.55 0.65 0.75
e 0.50BSC
K 0.275REF
L 0.25 0.30 0.35
H 0.25REF
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	管脚排列
	正常工作状态
	过充电状态
	过放电状态
	1.连接充电器，若VM端子电压低于充电过流检测电压（VCIOV），当电池电压高于过放电检测电压（VD
	2.连接充电器，若VM端子电压高于充电过流检测电压（VCIOV），当电池电压高于过放电释放电压（VD
	放电过流状态和负载短路状态
	正常放电状态下的电池，VM端电流随着放电电流增大而增大，当VM端子检测电流上升到放电过电流检测电流 
	正常放电状态下的电池，VM端电流随着放电电流增大而增大，当VM端子检测电压上升到负载短路检测电流 （
	在保护电路触发放电过电流/负载短路状态后，负载会将VM拉至接近VDD电压，此时芯片内部的VM下拉电路
	充电过电流状态
	正常充电状态下的电池，VM端电流随着充电电流增大而减小，由VM管脚检测到电流减小到充电过电流检测电流
	当保护电路保持在充电过电流状态时，断开与充电器的连接，则芯片内部检测VM恢复到VSS端子电压，也可解
	0V电池充电
	过温保护状态
	针对高温保护，外部NTC检测的温度高于高温保护阈值（THPI或THPE），且这种状态持续时间超过过温
	针对低温保护，当外部NTC检测的温度低于低温保护阈值（TLPE），且这种状态持续时间超过过温保护进入
	当外部NTC检测的温度低于高温保护阈值（THPI或THPE），且这种状态持续时间超过过温保护退出延迟
	当外部NTC检测的温度高于低温保护阈值（TLPE），且这种状态持续时间超过过温保护退出延迟时间（tT
	注意：
	1.过温保护状态的优先级低于过充电/过放电状态。当芯片处于过温保护状态下，又满足过充电/过放电状态进入条
	2.外置NTC支持NCP15XH103F03RC型号，或温度-电阻曲线与其一致的其他型号。如果选用其他N

